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Statischer Schreib-/Les mit reiem Z £ (sRAM)
= Speicherkapazitiét 4096 Bit
= Organisation 1K x 4§ Bit
- Typspektrum U 2148 D 55 (Grundtyp)
U 2148 D 70 (Anfalltyp)
= Zugriffezeit max. 70 ns (fiir U 2148 D 70)
max. 55 ns (fir U 2148 D 55)
= Betriebsspannung \ +5V+5%

- gemeinsame (bidirektionale) Datenein-/-ausginge
Tri-state -Ausgangsstufen ;
TTL-Kompatibilitét flr elle Anschliisse

= 18=poliges DIL-Gehliuse (Plastgehiiuse)

= Umgebungstemperatur 0 ... TO %

- integrierte Schutzschaltungen an allen Eingiingen
= nSGT-Herstellungstechnologie



Bild 1: AnachluBbelegung und Schaltzeichen
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Bild 2: Blockschaltbild
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Funktionabes elb

Der U 2148 D besteht aus folgenden Tellschaltungen:

= Speichermatrix mit 64 Zedilen und 64 Spalten (4096 Bit)
= Adressencingengsschal tung flir 10 Adressen

= Spaltendekoder

= Zeilendekoder

= bidirektionale Datenein-/-ausgabe und Zyklussteuerung
= Treiber- und Empfiingerschal tung

Die Aktivierung des U 2148 D erfolgt mittels des CS-Signales (TU5=LOW); im Ruhestand (C3=HIGH) er-
folgt schaltkreisintern eine Reduzierung der Stromaufnahme auf ca. 30 % des Betriebsstromes.

Der U 2148 D kann in folgenden Betriebsarten arbeiten:

Schreibzyklus
Lesesyklua.

Die Betrisbsart "Schreiben” ist durch J5=WE=LOW gekennzeichnet; die an den Datensnschluf DQ0 bis

DQ3 anliegenden Daten,werden gemif Impulsdiagramm "Schreibzyklus", in die adressierten Speicher-
zellen eingeachrieben.

Bei der Betriebsart "Lesen", gekennzeichnet durch CS5=LOW und WE=HIGH, liegen die Daten der durch
den AdreBanschluB AD bis A9 adressierten Speicherzellen der Matrix nach Ablauf der Zugriffszeit
gilltig an den Datensusgingen DQO bis DQ3 en. '

Funktion cs WE DQD bis DQ3

RFuhezustand H beliebig Ausgang hochohmig (Tri-state), Einginge gesperrt
Schreiben L L Ausgang hochohmig, Einginge sktiv

Lesen L H - .Eingﬁnge gesperrt, am Ausgang steht Inhalt der aus-

gewiihlten Speicherzellen zur Verfiigung

Technische Daten
Alle Spenmungen sind auf Ugg = 0 V bezogen
Grenzwerte

Kurzzeichen min, max, Einheit
Betriebsspannung Upe 0
Spannung an allen 1] =1,5
Anschliissen o .
VerIuatleistung Py - 1,2 W
Ausgangsdauerstrom IDS - 10 mh
Umgebungstemperatur 4{ 0 TO %
Lagertemperatur LA © =55 125 %
Betriebsbedingungen
Statische Bedingungen

Kurzzeichen min. typ. max. Einheit
Betriebsspannung Ugg 4,75 5,0 5425 v
L-Eingangsspannung Upy -1,0 0,05 0,8
H=Eingangsspannung “11-1 2,2 3.4 , 213 )

U'Ilanbtmpttnpurntur 4«": 0 25 70 %



Djnmisnha Bedingungen

Kurzzeiohen U2148D 55 U 2148D 70  Einheit
min. min,

CS-Impulsdauer toLcn 55 T0 ns
Adressenzykluszeit tl.'u 55 70 ns
Adressenvorhaltzeit tavwn, 0 0 nsa
Adrefhaltezeit yHAX 5 ns
WE-Impulsdauer YwLwE 40 50 ns
WE-Impulsvorhaltezeit tyLcH 40 50 ns
¥E-Impulshaltezeit toLwn 50 65 ns
Datenvorhaltezeit tD?HI' 20 25 ns
Datenhaltezeit Yux 0 ] ns
Ausgangasinformation ‘uqv 0 0 ns
gilltig nach Adref-
wechsel
Verztgerungezelt tGLQI 0 0 na
(CS-LOW-Ausgang aktiv)
Statische Kennwerte

Kurzzeichen min. typ. max. Einheit
Betriebsstrom Iﬂ ¢ - 110 150 mA
Uge = 5 V, Ausgiinge
offen, CS=LoW, < = 25 %
Ruhestrom Iocr - 29 50 mA
Ue = 5 V, Ausginge
offen, CS-HIGH, { = 25 %
Ein.gangalaﬁkatrm JI+o/ X - 10 ud
Ausgangsleckstrom fIDLf - 50 ;uﬁ.
L=-Ausgengaspannung UoL ~ 0,4 'S
IDL = B mA
H=Ausgangsspann u 2,0 - v
oy = ~4 mA e OR ’
Ein~/Aus c - T pF
kapazitidt 10
UI - “33
Ug = Ugg

o
"5'25 c
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Dymemische Kennwerte

Kurzseichen

U 2148 D 55

min. tIP- mAX,

U 2148 D 70
min.- tﬂ- IAX .

U 2148 D 55, «s»

Einheit

C3-Zugriffszeit
Ugg = 5 Vs

Oy, = 50 pF
AdreS-Zugriffezeit
%y

0y, = 50 pF

tonqv

Tavav

Verzigerungszelt

(S-Ausgang hochohmig
Ucc = 5 v’

o ot

ersdgerungszeit
h-ﬁugzmg hochohmig

Ugg = 2 Vs
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Ucu = 5 \',
GL .SPF|

o
ég_ = 25 %
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Den angegebenen Zeiten liegt folgende Beschaltung der Datenausglings IQ1 zugrunde.
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Bild 3: Beaschaltung der Datenausglinge

Die Laatkapazitlit betrigt GI- = 50 pF (fiir (5 und AdreBszugriffazeiten) bzw. {IL- 5 pF (flir alle iibrigen

dynamiaschen Kennwerte).
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Bild &4: WE-gesteuerter Schreibzyklus (Beendigung durch L/H-Flanke von WE)
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B1ld 5: CB-gesteuerter Schreibeyklus (Beendigung durch L/H-Flanke von CB)
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Bild 6: Lesezyklus 1 ({8 = LOW, WE = HIGH)
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Bild 7: Lesezyklus 2 (WE = HIGH; Adresse liegt iiber gesamten Lesezyklus stabil an)

Applikative Hinwelse

Der U 2148 D TO und U 2148 D 55 sind schnelle vollstatische Schreib-/Lese-Speicher.

Bedingt durch ihre geringe Zugriffszeit sind sie nicht nur in der Rechentechnik, sondern such flir
spezielle Gebiete der MeStechmik (z. B. MeSwertspeicher, Transientenspeicher) gut einsetzbar.

Die TTL-Kompatibilitét aller Anschliisse sowie die Méglichkeit der Ausgengstrennung (Tri-state) ge-
statten einen systemfreundlichen Einsatz der U 2148 D=-Typen, d. h. Ansteuerung durch Schaltkreise
der D-, DL~ und DS-Logikreihen, Verwendung in Tri-state-Bussystemen.

Die genennten Typen sind direkt (d. h. ohne WAIT-Zyklus) mit dem gesamten in der DDR zugelassenen
CPU=-Sortiment betreibbar.

Bedingt durch die sehr geringen Zugriffazeiten des D 2148 D ergeben sich flir die Systemarbeit
(Schaltungs- und Leiterkartenentwurf) bestimmte Forderungen /1/:

- Die Betriebsspannungs- und Masseleitungen der U 2148 D-Speicherkonfiguration sind gitterformig
bzw. als getremnte Kupferfléchen (d. h. Mehrebenen-Leiterkarten) auszufiihren.

= Die sRAM-3chaltkreise sowie periphere Ansteuerlogik sollmeine gemeinsame Massefldche haben
(d. h. Vermeidung von Erdschleifen).

- Unmittelbar an jeden aRAM~-Schaltkreis ist ein Stiltzkondensator von 47 nF bis 100 nF (Keramik-
kondensator) anzuordnen.

- Eg wird empfohlen, unmittelbar am Steckverbinder zwischen dem Betriebsspannungs- und Massean-
schlul einen Kondensator ven 22 ful' bis 47 !u.‘r anzubringen (ggf. sogar einen Tiefpafl).

= Zur Vermeidung von Reflexionen suf den signalfiihrenden Leiterbahnen (diese stellen hier teil=-
weise nicht abgeschlossene Ubertregungsleitungen dar) sollten zwischen den DS-Treibern und den
Speichern Léngswiderstéinde vorgesehen werden (AnschluBwiderstiénde). Die Widerstidnde liegen in der
Gréfenordnung 30 Ohm bis 50 Ohm (der optimale Wert muB experimentell ermittelt werden) und sind
so nahe wie mtglich an den Speicherschaltkreisen anzuordnen.
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